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Der Vorsitzende

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Jahrestagung der DGKK hat erfolgreich in Frankfurt/Main
stattgefunden. Vorbildlich organisiert wurde dies von unserem
Schatzmeister Cornelius und seinem Team. Ein herzliches
Dankeschdn an dieser Stelle. Erfreulich war insbesondere
auch eine gegenlber den vorherigen Treffen deutlich erhéhte
Teilnehmerzahl.

Seit dem letzten Vorwort haben wir nun in den USA und in
Deutschland eine neue Regierung und es sieht so aus als
wirden sich die Konflikte in der Welt eher verscharfen. Die
von Trump provozierten Handelshemmnisse und die von ihm
hervorgerufene Unsicherheit in der Sicherheitspolitik kénnen
einem schon Sorgen bereiten. Die neue deutsche Regierung
hat hier GroBes zu leisten, sowohl was die Sicherheit als auch
die Wirtschaft angeht. Meiner Meinung nach ist hier eine
verstarkte europiische Initiative der Schllissel zum Erfolg.
Deutschland alleine ist zu klein, aber in Zusammenarbeit mit
unseren europdischen Nachbarn sollte es durchaus méglich
sein, gentgend Gewicht auf die Waage zu bringen, um nicht
unter die Rader zu kommen.

Dies betrifft auch die Versuche sich von fremden, oft nicht
sehr freundlichen Méachten unabh&ngiger zu machen. Wohin
uns die Abhangigkeit vom russischen Gas geflihrt hat ist
ein Beispiel, die Abhangigkeit von seltenen Erden, Chippro-
duktion usw. sind weitere. Hier ist auch die Starkung der
heimischen Kristall- und Halbleiterproduktion ein wichtiger
Baustein.

Es sind insgesamt schwierige Zeiten und wir kénnen nur
mutmafen, wo wir in ein paar Jahren stehen werden.

Viel erfreulicher ist die Situation fir unseren Verein. Auf
der Mitgliederversammlung in Frankfurt wurde ein neuer
Vorstand gewahlt. Siehe dazu auch den Bericht lber die Mit-
gliederversammlung in diesem Heft. Thomas Schréder, der
bisherige 2. Vorsitzende wird mir als Vorsitzender nachfolgen
und Frau Birgit Kallinger wird die Stelle als 2. Vorsitzende
Ubernehmen. Frau Kallinger war bereits Tragerin des Nach-
wuchspreises der DGKK und ist mit dem Verein seit vielen
Jahren vertraut.

Cornelius Krellner und Christiane Frank-Rotsch wurden in
ihren Amtern als Schatzmeister bzw. Schriftfiihrerin bestatigt.
Als Beisitzer wurden Michael Heuken, Merve Kabukcuoglo
und Markus Zschorsch gewahlt. Ich bin mir sicher, dass die
neue Vorstandschaft den Verein gut flihren wird.

Kurz vor Redaktionsschluss erhielt ich die Uberaus erfreuli-
che Nachricht, dass unser Vorschlag fir den Laudise-Preis
erfolgreich war und somit Michael Heuken der dritte Laudise
Preistrager aus unseren Reihen ist. Einen herzlichen Glick-
wunsch an dieser Stelle flr diesen hochverdienten Preis.
Auch flr die DGKK ist es eine schéne Sache, dass die Arbeit
unserer Mitglieder auch international gesehen und honoriert
wird.

Ich wiinsche lhnen allen einen schénen Sommer, viel Erfolg
und Gesundheit und vor allem schéne Kristalle.

Es gruBt Sie herzlich
Andreas Erb
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Editorial
Verehrte Leserinnen und Leser,

Verehrte Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe erwartet
Sie, nach langerer Pause, wieder ein sehr schéner Fokusarti-
kel: Prof. Vasily Moshnyaga stellt MAD vor, eine Methode zur
Herstellung epitaktischer Diinnschichtsysteme. Die von ihm
entwickelte "Metallorganische Aerosoldeposition"vereint eine
bemerkenswerte Materialvielfalt mit exzellenter struktureller
Kontrolle — ein lesenswerter Beitrag aus dem Bereich der
oxidbasierten Dlnnschichttechnologie.

Die langere Pause bei den Fokusartikeln mdchten wir mit die-
sem Beitrag beenden. Ziel ist es, klnftig wieder regelmaBig
herausragende Themen, Methoden oder Persdnlichkeiten
aus unserem Fachgebiet besonders hervorzuheben. Wenn
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Sie selbst eine Idee oder einen Vorschlag haben, freuen wir
uns Uber lhre Nachricht an die Redaktion.

Neben dem Fokusartikel finden Sie in diesem Heft unter ande-
rem zwei Beitrdge aus Frankfurt: einen lebendigen Ruckblick
auf die diesjahrige DKT sowie einen interessanten Beitrag
zum 50-jahrigen Jubildum des Kristall- und Materiallabors
Frankfurt.

Wir danken allen Autorinnen und Autoren herzlich far ihre
Beitrdge und wiinschen lhnen eine anregende Lekture.

Mit freundlichen GriBen
Anton Jesche

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt eine Auswahl von Kristallen aus 50 Jahren Kristall-
und Materiallabor Frankfurt.

Quelle: Arbeitsgruppe Krellner
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DGKK-intern
European School on Crystal Growth 2024

Venkata Yogananda Maruthi Rajesh Chirala

Last year the European School on Crystal Growth (ESCG-4)
took place in Poland two years after its last edition (France,
Paris) under the organization of Institute of high pressure
physics (UniPress), Warsaw. Many young researchers at-
tended this school which aimed to provide an opportunity
to learn about the basics and recent discoveries in various
research fields related to crystal growth. It was held at the
congress center Warzawianka, situated in Jachranka and the
school had started off with introductory lectures at one of the
Unipress’ facilities in the city.

This European School on Crystal Growth was aimed at young
researchers from the field of crystal growth (bulk and epitaxy
alike) with having wide range applications of their research.
More than 40 participants from 17 nationalities came from uni-
versities/institutes/companies from 14 countries. The school
was held in conjunction with the 8th European Conference on
Crystal Growth (ECCG8), which took place in Warsaw from
July 21-25, 2024.

Each day was divided into 4 lecture sessions from the guest

speakers, which enabled the students/researchers to expand
their horizons in the field of crystal growth where they also
had multiple breaks for refreshment and some short yet
stimulating one-on-one discussions in between for enhancing
their understanding the lectures. The final day also had a
discussion regarding the discussion of a spin-off and ethics
involving the same.

The lectures revolved majorly around GaN with varying foci
such as crystal growth via multiple methods, characterization
techniques, defect engineering, numerical simulation and
emerging materials in the field of energy applications.

Some of the student participants presented their posters on
the 3rd evening of the school while having spirited exchanges
regarding their fields of expertise. First and the last evenings
of the school were reserved for communal dining which al-
lowed the participants to know each other informally, thus
making the school not only a place for exchange of science
but also culture.

Group photo of the European School for Crystal Growth 2024. (Photo: Julita Smalc-Koziorowska)
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Deutsch-Franzésische Kristallziichtertagung 2025

Kristin Kliemt

Vom 5. bis 7. Marz 2025 fand die diesjahrige Tagung der
DGKK in Frankfurt am Main organisiert von Conference
chair Prof. Dr. Cornelius Krellner und seinem Team statt,
diesmal als ,Deutsch-Franzésische Kristallzichtertagung
2025 unter Beteiligung von Kollegen des Franzdsischen
Fachgremiums flr Kristallwachstum (CFCC, Comité Francgais
de Croissance Cristalline). Tagungsort war der grof3e Hérsaal
des Fachbereichs Physik der Goethe Universitat Frankfurt.
Die Veranstaltung erfreute sich groBBen Zuspruchs - insge-
samt kamen 125 Forschende aus Frankreich, den USA, der
Ukraine und aus Deutschland. Auch die Industrieausstellung
war ein fester Bestandteil der Tagung und bot im Eingangs-
bereich einen Uberblick tber die neuesten Entwicklungen.

Verleihung des DGKK Nachwuchspreises an den diesjahrigen
Preistrager, Dr. Owen Ernst von der Brandenburgischen
Technischen Universitat Cottbus-Senftenberg (Photo: Kristin Kliemt)
In bewéhrter Tradition fand direkt vor der Tagung, am 4. Mérz,
die Tagung der ,Jungen DGKK" statt, die durch eingeladene
Fachvortréage bereichert wurde. Auch hier konnten wir eine
erfreulich hohe Teilnehmerzahl von mehr als 35 jungen Wis-
senschaftlern verzeichnen, die ihre Arbeiten wahrend einer

Postersession prasentieren und diskutieren konnten.

Die Kristallzlichtertagung begann am Mittwoch, den 5. Marz
mit Sessions zu den Themen ,Ziichtungsmethoden fir opti-
sche Kristalle* und ,Herstellung und Charakterisierung von
Halbleitern“. Ein Hohepunkt war die Verleihung des mit 2.500
Euro dotierten DGKK Nachwuchspreises an den diesjahrigen
Preistrager, Dr. Owen Ernst, Forscher im Fachgebiet Phy-

sikalische Chemie an der Brandenburgischen Technischen
Universitat Cottbus-Senftenberg (BTU), mit anschlieBendem
Preistragervortrag. Dr. Ernst wurde flr seine herausragen-
den Arbeiten zu lokalem Wachstum und Strukturbildung auf
kristallinen Substraten ausgezeichnet. Im Anschluss lud die
DGKK zur diesjahrigen Mitgliederversammliung ein.

Der Donnerstag begann mit zwei Sitzungen, die sich mit dem
Thema ,Quantenmaterialien“ beschéaftigten, gefolgt von einer
Postersession, in der insgesamt 11 Beitrdge préasentiert wur-
den. Die Posterjury hatte die schwierige Aufgabe, unter den
sehr guten Beitragen eine(n) Gewinner(in) des Posterpreises
auszuwahlen. Im Anschluss fand die Sitzung zum Thema
Epitaxie und Schichtsysteme statt.

Verleihung des Posterpreises an Dr. Felix Kannemann vom IKZ
Berlin (Photo: Kaspars Dadzis)

Nach diesem Tagungstag erfolgte der Transfer der Teilneh-
mer zum Uni Campus Westend, wo im festlichen Saal in
der Rotunde im IG Farben Haus das Konferenzdinner statt-
fand. Ein besonderes Jubildum wurde gefeiert: Das Kristall-
und Materiallabor, gegriindet von Prof. Dr. Wolf ABmus im
Jahr 1975, begeht in diesem Jahr sein 50-jahriges Bestehen.
Aus diesem Anlass waren nicht nur die Konferenzteilnehmer,
sondern auch ehemalige Mitglieder des Labors unter den
Gasten. Eine eindrucksvolle Fotowand bot Einblicke in die
Geschichte des Labors und dokumentierte humorvoll die ver-
gangenen flnf Jahrzehnte. Neben dem festlichen Dinner war
ein weiterer Héhepunkt der Veranstaltung die Verleihung des
Posterpreises an Felix Kannemann (IKZ) fiir seinen Poster-
beitrag ,Experimental study for the growth of organic crystals
from melt*.
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Am letzten Tagungstag, dem Freitag, fanden die Sitzungen sowie die Gerate zur Kristallcharakterisierung zu besichtigen.
zu den Themen 'Simulation von Kristallziichtungsprozessen’

und ’Oxide, halbleitende und Laser-Kristalle’ statt. Nach Andieser Stelle sei nochmal allen Teilnehmern, Beitragenden,
der Abschlussveranstaltung hatten alle Interessierten die Ausstellern, Sponsoren und Mitgliedern des Organisations-
Méglichkeit, noch an einer Filhrung durch das Kristall- und teams gedankt, die zum sehr guten Gelingen der Veranstal-
Materiallabor teilzunehmen und die Kristallzlichtungsanlagen tung beigetragen haben!

5.-7.3.2025
Frankfurt

Eindriicke von der DKT 2025 (Photos: AG Krellner)
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13. Jahrliches Treffen der ,,jungen Kristallziichter” (jDGKK)

Sebastian Gruner, Freiberger Compound Materials GmbH

Am 04.03.2025 trafen sich 28
ter in Frankfurt wie Ublich im Vorfeld der DKT-
Tagung zum ,13. Jahrlichen Seminar® der [DGKK.
Gastgeber war das Insti-
tut fr Physik der Goethe-
Universitat/ das Frankfurter
Kristalllabor. Die Teilneh-
merzahl war trotz einiger
gesundheitsbedingter Aus-
falle erfreulich hoch und
auch diverser hinsichtlich
der Anzahl verschiedener
Instituts- und Firmenzuge-
horigkeiten sowie der Ver-
teilung zwischen Studenten, Doktoranden und PostDocs als
in den Vorjahren.

junge Kristallzlich-

March 4th

13th annual meeting of the
young crystal growers (jDGKK)

Logo des jDGKK Seminars
Frankfurt 2025. ©M. Ocker

Ziel dieser Seminare ist es, dass die jungen Kristallziichter/-
innen sich in offener und entspannter Atmosphéare darin
Uben, eigene Forschungsarbeiten zu prasentieren und zu
diskutieren, sowie andere Forschungsfelder und Téatigkeitsbe-
reiche innerhalb der Industrie und akademischen Forschung
kennenzulernen. Zudem bieten die Seminare eine Plattform,
um die DGKK kennenzulernen und mdglicherweise auch
Interesse an einer Mitgliedschaft zu entwickeln.

Um den aktiven Austausch zu gewahrleisten, waren die
Teilnehmer/-innen angehalten, ein wissenschaftliches Poster
zu ihren Forschungsthemen zu prasentieren und zu verteidi-
gen sowie im Vorfeld einen 2-Minuten-Kurzvortrag (,lightning
talk®) zum Besten zu geben, der das Interesse flir das eigene
Poster wecken soll.

©Aravind Subramanian

tion of
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ali- und Materialla
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DGKK 2025 Frankfurt

Fabian Fiedler bei seinem Lightning Talk. (Foto: A. Subramanian)

Ein zusatzlicher Anreiz bei der Erstellung und Vorstellung

des Posters war der [DGKK-Poster-preis. Die Bewertung der
Beitrage erfolgte durch je einen der eingeladenen Redner
aus Akademie und Industrie sowie zwei der Organisatoren
des Seminars. Aufgrund der gro3en Teilnehmerzahl und dem
knappen Abstand zwischen den besten Beitragen wurden
zwei Preise verliehen, wobei die Punktzahl bei der Bewer-
tung nahezu identisch war. Der 1. Preis ging in diesem Jahr
an Franziska Walther vom Institut flr Physik / Kristalllabor,
dicht gefolgt von Sylvia Reibeling aus der Analytischen und
Anorganischen Chemie auf Platz 2, beide Doktorandinnen
an der Goethe-Universitat Frankfurt.

©Aravind Subramanian

Prof. Dr. Anna B6hmer (Ruhr-Uni Bochum) bei ihrem eingeladenen
Vortrag zur Lésungszlichtung einkristalliner Intermetallika. (Foto: A.
Subramanian)

Neben den aktiven Beitragen und Diskussionen sollte ein
diverses Programm mit Sprechern aus Akademie und Indus-
trie Einblicke in Berufsfelder innerhalb der Kristallzlichtung
geben sowie Erfahrungen und Ratschlage vermitteln.

So hat PD Dr. habil. Radhakrishnan Sumathi (Leibniz IKZ,
Berlin) einen Ubersichtsvortrag zur Kristallziichtung von Halb-
leitermaterialien gehalten, wo sie auf gerichtete Blockerstar-
rung, Zonenschmelzen, Czochralski und Quantenstrukturen
eingegangen ist. Prof. Dr. Anna Béhmer (Ruhr-Universitat,
Bochum) hat tber die Lésungszichtung einkristalliner Inter-
metallika vorgetragen und dabei sowohl Arbeiten aus ihrer
Gruppe vorgestellt als auch Herausforderungen und deren
technische Lésung erklart und die praktische Handhabung
komplexerer Phasendiagramme erlautert. In einem gemein-
samen Vortrag mit dem Arbeitskreis Simulation und Machine
Learning hat Prof. Dr. Dorra Baccar (TH Mittelhessen, Fried-
berg) einen Einstiegsvortrag in das Thema ,neuronale Netze*
gegeben und konkrete Beispiele aus der Kooperation mit
PVA TePla vorgestellt.
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©Aravind Subramanian

Abendveranstaltung der jungen DGKK und des AK Machine Lear-
ning im Gasthaus ,Zum Lahmen Esel“. (Foto: A. Subramanian)

-

Seitens der Industrie haben Dr. Christian Polak (VACU-
UMSCHMELZE, Hanau) und Dr. Sebastian Schwung
(EQOT/Coherent, Idar-Oberstein) jeweils eine eindrucksvolle
Firmenprasentation gegeben. Kern der Présentation von Dr.
Polak waren amorphe und nanokristalline Co-/Fe-basierte
magnetische Legierungen, welche im Ribbon-Verfahren
mit 100 km/h bei extrem hoher Kiihlrate zu 20 um diinnen
Blechen gezogen werden. Dr. Schwung hat verschiedene
Seltenerd-Granate vorgestellt, allen voran das Hauptprodukt
TGG (Tb3Ga5012), welches fiir Faraday-Isolatoren verwen-
det wird. Dabei ging es auch um die Herausforderungen in
der Kontrolle bzw. Vermeidung von Spiralwachstum.

Neben den eigenen Beitrdgen und eingeladenen Vortragen
konnten die Teilnehmenden bei einer Flihrung am Frankfurter
Kristalllabor die Labore der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Krell-
ner sowie einige eindrucksvolle Schauvitrinen besichtigen.

Nicht zuletzt sollte das Seminar auch dazu dienen, einander
kennenzulernen und mit den Rednern auf3erhalb des Semi-

9

narsaals in Kontakt zu kommen. Dazu trafen sich die jungen
Kristallzlichter, Vortragenden und der Arbeitskreis Simulati-
on und Machine Learning zum Abendessen im hessischen
Gasthaus ,Zum Lahmen Esel“ in Niederursel, wo das Event
nach zahlreichen spannenden Beitrdgen ein geselliges Ende
fand.

Seminarteilnehmer wéhrend der Session. (Foto: A. Subramanian)

Die jungen Kristallzlichter bedanken sich ganz herzlich bei
der DGKK fir die jahrliche Finanzierung des Seminars sowie
auch bei den unterstiitzenden Unternehmen Rigaku Europe
SE und PVA TePla AG fiir das Sponsoring des Abendessens.
Weiterhin geht unser Dank an Prof. Dr. Cornelius Krellner
und sein Team fir den kostenfrei zur Verfigung gestellten
Tagungsraum, die kraftige Unterstlitzung vor Ort und die
Erstellung der Website fir das Seminar. Zudem bedanken
sich die Organisatoren bei allen Seminarteilnehmern flr ihr
Interesse und die tollen Beitrage und Diskussionen wahrend
der Veranstaltung.

Das nachste Mal trifft sich die junge DGKK am 03.03.2026 in
Karlsruhe im Vorfeld der DKT26. Seid dabei und freut euch
auf ein abwechslungsreiches Programm!

Gruppenfoto der Seminarteilnehmer und Redner. (Foto: A. Subramanian)
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Protokoll der Mitgliederversammlung 2025

Anwesende:

DGKK Mitglieder:

M. Bickermann, A. Béhmer, I. Buchovska, K. Dadzis, A. Erb, O. Ernst, T. Fink, P. Gille, S. Gruner, C. Guguschev, C. Hartmann,
A. Haghighirad, H. Hardtdegen, M. Heuken, A. Jesche, M. Jurisch, M. Kabukcuoglu, B. Kallinger, F. Kannemann, F.-M.
KieBling, K. Kliemt, C. Krellner, W. Miller, J. Martin, F. Mosel, D. Peets, P. Puphal, G. Raming, M. Rosch, P. SaB3, S. Schimmel,
T. Schréder, S. Schwung, D. Seibert, L. Stockmeier, A. Subramanian, R. Sumathi, S. Wurmehl, M. Zschorsch

Gast: F. Fiedler, J. Strahl, K. Zoch

Ort: Institut fir Physik, Goethe-Universitat Frankfurt
Zeit: Mittwoch, den 05. Méarz 2025, Beginn 18:30 Uhr

» TOP 1 BegriiBung und Feststellen der Beschlussfédhigkeit

Es sind zu diesem Zeitpunkt 39 Mitglieder und 3 Gaste anwesend, d.h. laut Satzung ist die Versammlung beschlussfahig.
Der Vorsitzende der DGKK, Andreas Erb, begrii3t die Anwesenden. Er stellt fest, dass frist- und formgerecht eingeladen
worden ist.

» TOP 2 Bericht des Vorsitzenden

Er begri3t besonders die 7 Neumitglieder, welche seit der letzten Mitgliederversammlung der DGKK beigetreten sind.
Damit konnte die DGKK einen gesunden Zuwachs an neuen Mitgliedern verzeichnen.

AnschlieBend gratuliert der Vorsitzende Hennig von Philipsborn zum 90. und Manfred Jurisch (persénlich anwesend)
zum 85. Geburtstag sowie auch erneut Owen Ernst fir den erworbenen Nachwuchspreis der DGKK.

Neben erfreulichen Jubilden und verdienten Preistragern gab es auch Trauerfélle zu vermelden, darunter sogar
DGKK-Ehrenmitglieder. Der Vorsitzende bittet die Teilnehmer der Mitgliederversammlung, sich im Andenken an Joa-
chim Bohm, Helmut Klapper, Friedrich Lutz, Manfred Muhlberg und Vladimir Voronkov einen Moment zu erheben.
AnschlieBend bedankt er sich bei der Versammlung fiir die kurze Andacht.

A. Erb liefert im weiteren Verlauf seines Berichtes eine kurze Ubersicht von Veranstaltungen, die unter Schirmherrschaft
bzw. unter Beteiligung der DGKK seit Juli 2024 stattgefunden haben. Es fanden wieder mehrere Arbeitskreise und ein
Treffen der Jungen DGKK statt. Am IKZ wurden sowohl eine Sommer- als auch eine Winterschule durchgefihrt. Zudem
fanden in Warschau die ESCG-4 und die ECCG-8 statt. Es wurden in dem Zeitraum 2 Antrage auf Reisekostenzuschuss
gestellt und bewilligt. Nachdem es in einem der Vorjahre leider keine Vorschlage fir den DGKK-Nachwuchspreis
gab, sind in diesem Jahr 4 Vorschlage eingereicht worden, was der Vorsitzende als sehr erfreulich bewertet. Auch
ausstehende Preisgelder friherer Preistradger wurden nach gezielter Erinnerung zumindest zum Teil abgerufen.

Der Vorsitzende informiert Gber Anzahl und Datum der stattgefundenen Vorstandssitzungen.

Die Mitteilungsblatter 117 und 118 sind termingerecht erschienen. A. Erb dankt A. Jesche flr die geleistete Arbeit
und den Inserenten fir deren Beitrdge. Dennoch muss er ermahnen, dass die Zahl der eingereichten Beitrage
weiterhin unzureichend ist und spricht hier vor allem gezielt die Arbeitskreisleiter an, Verantwortung fiir regelmaBige Be-
richte aus den Arbeitskreisen zu tragen, entsprechende Fachbeitrdge einzureichen und A. Jesche aktiv zu unterstitzen.

A. Erb berichtet Gber den Stand der internationalen und nationalen Vernetzung der DGKK mit anderen Verbanden. Die
Beteiligung am BV MatWerk wird vom Vorstand hinsichtlich dem besseren Kontakt zur Politik weiterhin als sinnvoll er-
achtet. An der vergangenen Mitgliederversammlung im Herbst 2024 hat jedoch niemand von der DGKK teilgenommen.
Im Zuge der ECCG-8 in Warschau hat die DGKK am Treffen des ENCG-Netzwerks teilgenommen.

Die DGKK hat sich an einer Stellungnahme zum neuen Rahmenprogramm Materialforschung des BMBF beteiligt.sowie
auch an der Advanced Materials Initiative 2030 (AMi2030).
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Weiter berichtet A. Erb Uber die Veroffentlichung der neu erstellten DGKK-Website am 03.03.2025 und gibt einige
Einblicke in das Webdesign und die Funktionen der Homepage. Hervorgehoben werden u.a. die Einfliihrung der
Zweisprachigkeit (Deutsch/Englisch) sowie die direkte Verknlpfung mit dem Login zum EasyVerein-Portal und die
gezielte Suche von Mitgliedern oder Experten in speziellen Fachbereichen.

TOP 3 Bericht der Schriftfiihrerin

In Abwesenheit der Schriftflihrerin vertritt A. Erb als Vorsitzender und berichtet tiber die Entwicklung der Mitgliederzahl
der DGKK. Diese ist zum Stand 05.03.25 leicht rlickgangig bei 327. Dies ist eine Veranderung von ,-2" im Vergleich zu
2024 bei insgesamt 6 Eintritten. Von den 327 Mitgliedern sind 292 Vollmitglieder, 15 Studenten und 20 Firmen. Der
Ruckgang der Mitglieder beruht u.a. auf der Entfernung von Mitgliedern nach mehr-jahrigem Ausbleiben der Zahlungen
des Mitgliedsbeitrages.

TOP 4 Bericht des Schatzmeisters

Der Schatzmeister C. Krellner berichtet vom hessischen Férderprogramm zur Digitalisierung gemeinnitziger Vereine,
welche 90% der Kosten (13786€) fir die neue DGKK-Website decken konnte. Dieser Erfolg wird auch in der Einnahmen-
Ausgaben-Bilanz des Vereins zwischen Planung 2024 und den tatsachlichen Betrdgen sichtbar. Fiir 2022-2024 wird in
diesem Jahr zudem wieder eine Steuererklarung fallig.

Der Kassenstand der DGKK betrug zum 31.12.2024:

Tagesgeldkonto: 4.347,48 €
Sparkasse Karlsruhe :  11.229,16 €
Festgeldkonto: 15.000,00 €
30.576,64 €

Der Kassenstand hat sich im Vergleich zu 2023 um 655,47 € verringert.

Die Einnahmen 2024 stammen neben dem groBzugigen Zuschuss des Landes Hessen zum Digitalisierungsprojekt
der DGKK zum einem aus den Mitgliedsbeitrdgen sowie aus Einnahmen aus Anzeigen. Die Einnahmen aus Anzeigen
liegen weit Uber denen in 2023, was aber darauf beruht, dass Zahlungen fir Anzeigen in 2023 mitunter erst 2024
erfolgt sind. Aufgrund dieser verzégerten Geldeingange und dem Zuschuss des Landes Hessen, liegen die Einnahmen
in Summe weit Uber denen in 2023.

Die Ausgaben 2024 auf der anderen Seite sind sogar noch rasanter angestiegen. Das liegt neben den Ausgaben flr
die neue Website und angeschaffter digitaler Hardware auch daran, dass Preisgelder friiherer Preistrager zum Tell
abgerufen wurden. Auch in die Nachwuchsférderung sind mehr Gelder geflossen als im Vorjahr. Weiterhin waren die
Ausgabenpositionen eher stabil.

TOP 5 Bericht der Kassenprtifer und Entlastung des Vorstandes

Der Bericht der Kassenpriifung wird von Saskia Schimmel gegeben. Sie bestatigt eine korrekte Kassenfliihrung, die
Priifung ergab keine Beanstandungen und aus Sicht der Kassenprifer sind alle Ausgaben notwendig und gerechtfertigt
gewesen. Frank KieBling lobt anschlie3end die saubere Arbeit von Cornelius Krellner und bestatigt, dass man keine
Fehler gefunden hat.

Saskia Schimmel beantragt die Entlastung des Vorstandes.
Der Antrag wird einstimmig unter Enthaltung des Vorstandes angenommen.

TOP 6 Planung fir 2025

C. Krellner stellt den Ansatz des Haushaltes 2025 vor, wobei fir das aktuelle Jahr die geplanten Einnahmen vor allem
aus den Mitgliedsbeitragen und Anzeigen im Mitteilungsblatt erwartet werden. Es ist davon auszugehen, dass 2025
ein ausgewogener Haushalt vorliegen wird. Einnahmen und Ausgaben werden in Summe als identisch zum Ansatz
2024 angenommen, wobei sich die Anteile der Positionen nur leichtfligig verschoben haben.

Mafgeblicher Unterschied bildet auf Seite der Ausgaben der Ansatz zur neuen Website, der 2024 mit 5650€ angenom-
men wurde, bevor sich die Option auf das hessische Férderprogramm ergeben hat. Zuvor sollten daflr die Ricklagen
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stark beansprucht werden. Da die Website nun erstellt und veréffentlicht ist, sind im Ansatz des Haushaltsplanes
lediglich 1000€ zum Pflegen und Unterhalten der Website eingeplant und Ricklagen missen 2025 voraussichtlich nur
geringfligig abgebaut werden.

» TOP 7 Wahl des Vorstandes 2026-2027
Wahlleiter ist W. Miller.

Er gibt einfilhrend einen Uberblick Uber den Wahlvorschlag des Vorstandes. Die Schriftfiihrerin und der Schatzmeister
stellen sich zur Wiederwahl. Von Seiten der Mitgliedschaft sind keine weiteren Vorschlage vor der Mitgliedsversamm-
lung eingereicht worden. Auch vor Ort gibt es keine weitere Kandidatur.

W. Miller erlautert den Anwesenden den Wahlablauf, bevor die geheime Wahl stattfindet.

Es sind 39 Wahlberechtigte anwesend, von denen sich 38 an der Wahl beteiligen.

Wahl des 1.Vorsitzenden

Thomas Schroder: 35 Stimmen
Matthias Bickermann: 2 Stimmen
Enthaltung: 1 Stimme

Thomas Schréder bedankt sich fiir das Vertrauen und nimmt die Wahl gern an.

Wahl des 2.Vorsitzenden
Birgit Kallinger: 37 Stimmen

Enthaltung: 1 Stimme
Birgit Kallinger bedankt sich fiir das Vertrauen und nimmt die Wahl gern an.

Wahl des Schatzmeisters
Cornelius Krellner: 37 Stimmen

Enthaltung: 1 Stimme
Cornelius Krellner bedankt sich fir das Vertrauen und nimmt die Wahl gern an.

Wahl der Schriftfiihrerin
Christiane Frank-Rotsch: 37 Stimmen

Sebastian Gruner: 1 Stimme

Enthaltung: 1 Stimme
Christiane Frank-Rotsch war nicht persénlich anwesend, hat aber zuvor mitgeteilt, dass sie die Wahl annimmt, sofern
sie gewahlt wird.

Wahl der drei Beisitzer

Michael Heuken: 30 Stimmen
Merve Kabukcuoglu: 38 Stimmen
Markus Zschorsch: 36 Stimmen
Kaspars Dadzis: 1 Stimme
Saskia Schimmel: 1 Stimme

Radhakrishnan Sumathi: 1 Stimme
Gewahlt wurden M. Heuken, M. Kabukcuoglu und Markus Zschorsch. Sie bedanken sich flir das Vertrauen und nehmen
die Wahl gern an.

» TOP 8 Wahl der Kassenprtifer 2026-2027

Die Wahl der Kassenprifer erfolgt fiir die Dauer der Wahlperiode des gegenwartigen Vorstandes gemaf §11 (13) bis
31.12.2027.

Es lagen vier Vorschlage des Vorstandes zur Wahl vor.

Ergebnis:
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Frank KieBling: 34 Stimmen
Elke Meissner: 35 Stimmen
Saskia Schimmel: 31 Stimmen

Radhakrishnan Sumathi: 31 Stimmen

Peter Gille: 1 Stimme - lehnt Amt als Kassenprifer(in) ab

Michael Rosch: 1 Stimme - lehnt Amt als Kassenprifer(in) ab
Gewahlt wurden geman Satzung Frank M. KieB3ling, Elke Meissner, Saskia Schimmel und Radhakrishnan Sumathi.
Elke MeiBner war nicht persénlich anwesend, hat aber zuvor mitgeteilt, dass sie die Wahl annimmt, sofern sie gewahlt
wird. Frank M. KieBling, Saskia Schimmel und Radhakrishnan Sumathi nehmen die Wahl ebenfalls an.

Der Wahlleiter W. Miller dankt den Helfern fir die Unterstiitzung bei den Wahldurchfiihrungen.

TOP 9 Wahl der Preiskommission fiir die Zeit vom 01.04.2025 - 31.03.2031

Wolfram Miller unterrichtet dartiber, dass fir die Wahl der Preiskommission keine geheime Wahl und damit keine
schriftliche Stimmabgabe notwendig ist. Er schlagt eine offene Wahl per Handzeichen vor und fragt, ob jemand dies
nicht wiinscht. Es gibt keine gegenteilige Bekundung und die Abstimmung erfolgt offen.

Vorschlage des Vorstandes:

Andreas Erb (Oxide), WMI Garching / TU Miinchen
Jochen Friedrich (Halbleiter), Fraunhofer IISB Erlangen
Milena Petkovic (Simulation), Leibniz IKZ Berlin

André Strittmatter (Epitaxie),  Universitat Magdeburg

Vorschlage des Vorstandes: 36 Stimmen
Enthaltung: 2 Stimmen

TOP 10 Deutsche Kristallztichtungstagung 2026/2027

Die DKT 2026 soll vom 04.-06. Marz in Karlsruhe stattfinden. Veranstalter der DKT 2026 ist das KIT und die Leitung
Uber die Organisation wird A.-A. Haghighirad Gbernehmen, wie bereits auf der vergangenen Mitgliederversammlung in
Erlangen vermeldet wurde. Das Treffen der [DGKK wird wieder im Vorfeld der DKT am 03. Marz.2026 stattfinden.
Es wurde angeregt und geplant die DKT in Karlsruhe in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Schweiz
zu organisieren. Jedoch zeichnet sich nach ersten Rlcksprachen ab, dass es zwar vereinzelt Teilnehmer aus der
Schweiz geben wird, der Verband als solcher aber nicht offiziell als Partner der Konferenz auftritt.

Urspriinglich war die Tagung auf dem Campus-Nord geplant. Da dort aber weder Hotels noch Restaurants in der
unmittelbaren Umgebung sind, wird die Konferenz stattdessen im Stadtzentrum stattfinden.

TOP 11 AbschlieBende Diskussion und Beschluss (iber die DKT 2027

Es wurde bereits 2024 vorgemerkt, dass die ECCG-9 im Sommer 2027 in Berlin oder Potsdam unter Organisation
des Leibniz IKZ Berlin stattfinden und die DKT 2027 stattdessen entfallen soll. Auch die ESCG-5 soll im Vorfeld der
ECCG-9 in Berlin durchgefihrt werden.

Dieser Vorschlag wurde von der Mitgliederversammlung fast einstimmig angenommen. Es gab 1 Enthaltung, aber
keine Gegenstimme zu dem Vorschlag. Der Termin flr die Schule ist voraussichtlich der 20.-23. Juli 2027 und fiir die
Tagung der 25.-28. Juli 2027.

* TOP 12 Berichte zu den DGKK — Arbeitskreisen

- Epitaxie von Ill/V — Halbleitern:
Im Dezember 2024 fand das letzte Treffen mit 150 Teilnehmern in Berlin statt. M. Heuken erwahnt die Bedeutung
und die Anwendungsbreite des Feldes, was jedes Jahr zu dieser starken Teilnehmerzahl fihrt. Man habe sich
zudem bemiiht, Gruppen auf dem Gebiet der Molekularstrahlepitaxie (MBE) wieder néher an die Kristallziichter-
Community zu bringen, weshalb als Ort fir das vergangene Treffen gezielt das Paul-Drude-Institut ausgewahlt
wurde. Nachstes Jahr wird das Arbeitskreistreffen in Magdeburg stattfinden und durch A. Strittmatter organisiert.
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- Arbeitskreis Massive Verbindungshalbleiter:
Der letzte Arbeitskreis fand im Rahmen der Photonic Day’s am 09./10. Oktober 2025 in Berlin mit ca. 35
Teilnehmern statt. Die Eingliederung des Treffens in einen gré3eren Rahmen bzw. in ein gréBeres Event geschah
erstmalig. Das nachste Treffen findet voraussichtlich am 13./14. November 2025 in Freiberg statt.

- Intermetallische und oxidische Systeme mit Spin- und Ladungskorrelation:
Der Arbeitskreis traf sich Ende September 2024 an der Ruhr-Universitat Bochum mit 25 Teilnehmern. S. Wurmehl
berichtet darliber, dass man A. B6hmer als damals neues Mitglied gleich dafiir gewinnen konnte, Gastgeber des
Arbeitskreistreffens zu sein und lobt deren Organisation. Das néchste Treffen ist an der TU Wien geplant. Die
Organisation Ubernimmt Andrey Prokofiev. Ein Termin steht noch nicht fest.

- Kristalle fir die Photonik:

Der Arbeitskreis fand unter Leitung von M. Bickermann und S. Schwung wie Gblich gemeinsam mit den fran-
z6sischen Kollegen als gemeinsamer Workshop on Oxide Diaelectric and Laser Crystals (WODIL) am 18./19.
September 2024 in Grenoble statt und wurde durch M. Velazquez organisiert. Das nachste Treffen wird als WODIL
2025 am 24./25. September in Ettlingen tagen. Fur das Ubernachste Treffen 2026 ist Timisoara in Rumé&nien im
Gespréach.

Erganzend zu den Ausfuhrungen von S. Schwung méchte M. Bickermann gern anregen, dass der Workshop
neben vielen groBartigen Beitrdgen zu Laserkristallen auch gern wieder zunehmend durch Beitrdge zu anderen
oxidischen Systemen bereichert werden soll, was in der Vergangenheit stark riicklaufig war.

- Ultradtinne Schichtsysteme, Wachstumskinetik und Layertransfer:
Der Arbeitskreis fand mit ca. 50 Teilnehmern am 16./17. September 2024 an der RWTH Aachen statt. W. Miller
berichtet, dass Ublicherweise von dort auch die meisten Beitrage zu erwarten sind und entsprechende Gruppen
an der RWTH stark vertreten sind. Das nachste Treffen ist fur Mitte September 2025 in Berlin geplant.

- Simulation und Machine Learning:

Der Arbeitskreis mit 14 Teilnehmern traf sich wieder im Vorfeld der DKT in Frankfurt am 04./05. Marz 2025. L.
Stockmeier berichtet (iber den gemeinsamen Vortrag mit der JDGKK von Prof. Baccar von der TH Mittelhessen. Er
beschreibt das Format der Beitrdge im positiven Sinne als einfache Vortrage auf Arbeits- und Diskussionsebene
anstelle von fertig aufbereiteten Ergebnissen und geschliffener Rhetorik und sieht genau das als geeignetes
und zielfUhrendes Format, das es beizubehalten gilt. 3 Jahre nach Griindung dieses Fachbereiches bzw. der
Eingliederung des Machine Learnings in den AK Simulation seien sich zudem alle Teilnehmer einig Uber die
Wichtigkeit und den Wert des AK. Man ist bestrebt, diesen zu vergréBern und mehr Interessierte anzuziehen.
Dazu ladt L. Stockmeier gern alle Anwesenden ein.

- Junge DGKK:

Das Treffen der [DGKK, fand im Vorfeld der DKT in Frankfurt am 04. Marz 2025 statt. S. Gruner erinnert an
die vergangene Mitgliederversammlung in Erlangen 2024 und den Bericht dartber, dass trotz zunehmendem
Engagement bei aktiver Werbung Uber diverse Kanale immer weniger Teilnehmer auf den jDGKK-Seminaren
erscheinen. Er ist hocherfreut berichten zu kénnen, dass dieser Zustand in 2025 nicht angehalten hat und die
Teilnehmerzahl stattdessen ein Rekordniveau von 36 Personen erreichte (darunter 28 junge Kristallzichter, 5
eingeladene Redner, 3 weitere Firmenvertreter). Die urspriingliche Anmeldezahl wenige Tage vor dem Seminar
betrug sogar 40 Personen, darunter 31 junge Kristallziichter. Das nachste Treffen der jDGKK findet voraussichtlich
am 03. Méarz 2026 in Karlsruhe vor der DKT 2026 statt.

» TOP 13 Verschiedenes

Der Vorsitzende weist auf die IWCGT Konferenz im Sommer/Herbst 2025 hin. Der genaue Termin ist noch ausstehend.

Sebastian Gruner i.A. von Andreas Erb
Christiane Frank-Rotsch 1. Vorsitzender der DGKK
Schriftfihrerin der DGKK
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Ankiindigung DKT 2026

We cordially invite you to the German Crystal Growth Con-
ference (DKT) 2026, taking place from March 4 to 6, 2026,
in Karlsruhe, under the auspices of the German Society for
Crystal Growth (DGKK). The city of Karlsruhe, home to the
renowned Karlsruhe Institute of Technology (KIT), offers a
dynamic and cutting-edge scientific environment. Its historic
foundations in engineering and innovation, combined with a
modern research infrastructure, make it an ideal setting for
fostering scientific exchange. The city’s distinctive radial lay-
out, centred around the Karlsruhe Palace, reflects the spirit
of openness that DKT 2026 seeks to embody. The confe-
rence will focus on the scientific foundations of experimental,
theoretical, and applied crystallization. Key topics include the
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growth and characterization of bulk semiconductors, epitaxy
of Ill/V semiconductors, crystal growth kinetics, and the deve-
lopment of crystals for laser applications and nonlinear optics.
Industrial crystal growth and crystallization for solid-state and
quantum materials research will also feature prominently in
the program. We are pleased to announce that DKT 2026 will
include a diverse range of invited talks, contributed presen-
tations, and poster sessions—offering a vibrant platform for
scientists from both academia and industry to connect and
share their latest findings. We look forward to welcoming you
to Karlsruhe for an inspiring and productive conference.

Dr. Amir-Abbas Haghighirad

Conference Chair

GERMAN CRYSTAL GROWTH CONFERENCE
(DKT 2026)

KARLSRUHE

04.03.-06.03.2026
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DGKK-Nachrichten

ThinSiCPower
Diinne Chips und robuste Substrate — Schliisseltechnologien fiir eine kosteneffiziente
Siliziumkarbid-Leistungselektronik

Siliziumkarbid bietet fir die Leistungselektronik erhebliche technische Vorzlige — ein Nachteil sind nach wie vor die Kos-
ten. Im Forschungsprojekt »ThinSiCPower« entwickelt ein Konsortium von Fraunhofer-Instituten Schlisseltechnologien,
mit denen Materialverbrauch und Bauelementdicke reduziert und gleichzeitig die thermomechanische Stabilitat der auf-
gebauten SiC-Chips erhdht wird. Die erzielten Einsparungen sollen dazu beitragen, die Markterschlie3ung fir effiziente

SiC-Leistungselektronik weiter zu beschleunigen.

Dr. Matthias Trempa, Fraunhofer [ISB

Die Halbleitertechnologie auf der Schwelle zur Post-
Silizium-Ara

Leistungselektronik auf Basis des Wide-Bandgap-Halbleiters
Siliziumkarbid (SiC) ist ein wesentlicher Turéffner fir energie-
effiziente, nachhaltige und hoch performante Anwendungen
in der Elektromobilitat — vom Automobil Gber Nutzfahrzeuge
bis hin zu Bahn, Schiff und Flugzeug, bei Erzeugung, Trans-
port und Speicherung erneuerbarer Energien, sowie fir IT-
und industrielle Infrastrukturen. Sie ist damit ein wichtiger
Baustein und wettbewerbsrelevanter Faktor fir die aktu-
ellen globalen Transformationsprozesse in den Bereichen
Mobilitdt, Energie und Digitalisierung. Dem Markt fir SiC-
Leistungsbauelemente werden jahrliche Wachstumsraten
von Uber 30 Prozent attestiert. Gegentber der herkdmmli-
chen Siliziumtechnologie lasst sich durch den Einsatz von
SiC-Leistungselektronik in einem typischen Antriebsumrich-
ter Uber eine GréBenordnung mehr an Energie einsparen
als fur die Herstellung der SiC-Leistungselektronik selbst
bendtigt wird.

Leistungsbauelemente auf einem Siliziumkarbid-Wafer, hergestellt
im institutseigenen Reinraum des Fraunhofer 1ISB. (Photo: Daniel
Karmann / Fraunhofer [ISB)

Wahrend die technologischen Vorteile von SiC aufgrund sei-
ner physikalischen Eigenschaften auf der Hand liegen, sind
die hoéheren Kosten im Vergleich zum etablierten Silizium
weiterhin ein Hemmnis flr eine noch schnellere Marktdurch-
dringung. Die Chip-Kosten sind um mehr als den Faktor 3

groBer als bei Silizium. Hierbei stellt der SiC-Ausgangswafer
den gréBten Kostentreiber dar. Im Fall eines auf SiC basieren-
den Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistors (MOSFET)
betragt dieser mehr als 40 Prozent der Herstellungskosten.
Hinzu kommt, dass aufgrund der unglinstigen mechanischen
Materialeigenschaften und gro3en Dicke des einkristallinen
SiC-Wafers daraus verarbeitete Elektroniken nur ca. 30 Pro-
zent der thermomechanischen Lebensdauer im Vergleich zu
Silizium erreichen. Dieser Nachteil flihrt zu einer um ca. 25
Prozent vergréBBerten Chipflache und etwa bei einem Um-
richter zu rund 25 Prozent héheren Kosten in der Anwendung.

Kostengiinstige SiC-Substrate ohne Sagen und Schilei-
fen

Im dreijahrigen Projekt ThinSiCPower (2024-2027), gefor-
dert aus dem Fraunhofer internen »PREPARE« Programm,
entwickeln Forschende einen alternativen Weg zur Her-
stellung von kostengiinstigen SiC-Substraten und deutlich
dinneren SiC-Chips mit ressourcenschonenderen Prozes-
sierungstechnologien. Dabei werden die teuren und qualitativ
hochwertigen SiC-Wafer nicht wie Ublich mit Materialverlust
erst gesagt und spater in der Bauelementprozessierung
wieder dunngeschliffen, sondern der SiC-Kristall wird tber
ein spezielles Laserverfahren ohne gro3e Materialeinbuf3en
direkt in diinnere Wafer separiert, die auf ein preiswertes
Tragersubstrat auf Basis von polykristallinem SiC gebondet
werden. Damit lassen sich deutlich mehr Wafer aus einem
Kristall fertigen. Weiterhin bietet das sogenannte Poly-SiC
im Vergleich zum einkristallinen Substratisotrop deutlich
vorteilhaftere mechanische Materialeigenschaften, was der
thermomechanischen Lastwechselfestigkeit positiv entgegen-
kommt. Der in Summe deutlich diinnere Aufbau sorgt zudem
fir eine bessere Warmeabfuhr.

Mit ThinSiCPower zur vollstindigen SiC-Prozesslinie,
made in Germany

Die Institute Fraunhofer ISE, ENAS und IWM sowie das
Fraunhofer [ISB als Projektkoordinator bindeln in ThinSiC-
Power ihre jeweiligen Kompetenzen. Fir die Herstellung
der Poly-SiC-Tragersubstrate wird eine vom Fraunhofer 1ISB
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entwickelte SiC-Beschichtungstechnologie adaptiert, die
gegeniiber der bislang Ublichen Herstellungsvariante per
chemischer Gasphasenabscheidung kosten- und ressour-
censchonender ist. Das verlustarme Vereinzeln der diinnen
SiC-Wafer erfolgt mittels eines Lasers zur definierten mecha-
nischen Vorschadigung (Fraunhofer ISE) und anschlieBender
Vereinzelung unter gut definierten mechanischen Bedingun-
gen zur kontrollierten Rissausbreitung (Fraunhofer IWM).
Die Entwicklung des Waferbond-Prozesses flur das Poly-
SiC-Substrat mit dem gesplitteten SiC einschlieBBlich der
notwendigen Oberflachenpraparation vor und nach dem
Bond-Prozess erfolgt am Fraunhofer ENAS, wahrend die an-
schlieBende Bauelementprozessierung sowie Qualifizierung
wieder am Fraunhofer IISB stattfindet. Fir eine moglichst
hohe Marktakzeptanz dieser neuartigen Klasse von kosten-
glnstigen SiC-Substraten werden von den Partnern zudem
angepasste elekirische Testmethoden auf Dinnwaferlevel
sowie »Physics-of-failure«-Simulationsmodelle erarbeitet.
Damit soll eine breite Anwendbarkeit in den relevanten Bran-
chen erzielt werden kénnen.
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Uber die Technologieentwicklung zur Herstellung von kosten-
gunstigen dinnen SiC-Wafern und Poly-SiC-Tragersubstraten
wird eine Reduktion der SiC-Bauteilkosten um 25 Pro-
zent angestrebt. AuBBerdem soll eine Verringerung der SiC-
Auslegungskosten um weitere 25 Prozent durch Steigerung
der Lastwechselfestigkeit um 300 Prozent erfolgen. Ziel-
markte sind Halbleiter- und Leistungsmodulhersteller sowie
deren Prozess- und Anlagenlieferanten bis hin zum Teste-
quipmentzulieferer. Die beteiligten Partnerinstitute blindeln
mit dem Vorhaben zudem ihre Kompetenzen zum Aufbau
einer kompletten, hochinnovativen und zukunftsféhigen SiC-
Prozessierungslinie innerhalb der Forschungsfabrik Mikro-
elektronik Deutschland (FMD). Beratende Unterstltzung
erhalt das Konsortium hierbei direkt von Partnern aus der
Industrie. Das Projekt ThinSiCPower beschleunigt durch die
angestrebte Kostenreduktion und konzeptionellen Vorteile
nicht nur die Marktdurchdringung von Siliziumkarbid, sondern
dient auch der Sicherung einer innovativen, resilienten und
industrierelevanten SiC-Technologiewertschépfungskette in
Deutschland und Europa.

S EEE

power electronics

3-5 Power Electronics
GmbH

Gostritzer Str. 61 - 63,
01217 Dresden

Tel.: +49 (0)351 8728200,
Fax: +49 (0)351 8728202
E-Mail: info@3-5pe.com

Bauelemente

Der Spezialist fiur [ B0 0

directWide-Band Gap Dioden

Anwendungsorientierte Entwicklung von
Gallium Arsenid Leistungshalbleitern

Durchbruchspannungen 400V - 1700V
Stromtragfahigkeit bis 1T00A pro Chip

Hoher Wirkungsgrad Bestes Preis/
Leistungsverhaltnis

Herstellungsverfahren und

Weltweit patentiert
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50 Jahre Kristall- und Materiallabor Frankfurt: Ein halbes Jahrhundert bahnbrechender

Forschung

Prof. Cornelius Krellner

Im Rahmen der Deutschen Kristallzlichtungstagung (DKT),
die vom 5. bis 7. Méarz 2025 in Frankfurt am Main stattfand,
wurde ein ganz besonderes Jubilaum gefeiert: 50 Jahre
Kristall- und Materiallabor Frankfurt. Die Veranstaltung,
die am Campus Riedberg der Goethe-Universitat stattfand,
wuirdigte nicht nur die kontinuierlichen Errungenschaften des
Labors, sondern bot auch die Gelegenheit, mit Wegbeglei-
tern auf eine beeindruckende Geschichte zurtickblicken zu
kénnen.

Jeweils eine Stellwand fur 10 Jahre KML mit Fotos und Artikeln aus
der entsprechenden Dekade. (Foto: AG Krellner)

Gegriindet im Jahr 1975 durch Professor Wolf ABmus, be-
gann das Labor seine Arbeiten in Laborrdumen in der ,Alten
Physik" in Frankfurt-Bockenheim. Diese Labore gibt es mittler-
weile nicht mehr, da im Jahr 2005 der Umzug zum modernen
Campus Riedberg erfolgte. Gro3e Verdienste hat Wolf A3-
mus mit seinen langjahrigen Mitarbeitern Franz Ritter und
Klaus-Dieter Luther daran, dass im neuen Physikgebaude
auf dem Riedberg umfangreiche Laborflachen zur Verfligung
stehen und dass viele der Kristallzichtungsanlagen aus
den ersten Jahrzehnten weiterhin in Betrieb sind. Seit 2012
steht das Institut unter der Leitung von Professor Cornelius
Krellner, der die erfolgreiche Forschungstradition seitdem fort-
fihrt und ausbaut. Zusammen mit Dr. Kristin Kliemt und Tim
Foérster bilden die drei inzwischen ein schlagkréaftiges Team,
das gemeinsam mit etwa 10 Promovierenden/Studierenden
vielféltige Projekte im Bereich der Materialentwicklung fur
Quantenmaterialien vorantreibt.

In den vergangenen finf Jahrzehnten hat sich das Kristall-
und Materiallabor vor allem auf die Erforschung interme-
tallischer und oxidischer Systeme mit Spin- und Ladungs-
korrelation (Intermetallika) spezialisiert und war dabei stets
im entsprechenden Arbeitskreis der DGKK stark verankert.

Auch die Mitwirkung an verschiedenen Sonderforschungs-
bereichen (SFB) in der Frankfurter Festkorperphysik ist ein
herausragendes Kennzeichen der Arbeitsgruppe. Dazu ge-
héren der SFB 65 zur Festkdrperspekiroskopie, der SFB
185 zur nichtlinearen Dynamik, der SFB/TR49 zu variablen
Vielteilchenphdnomenen im Festkdrper und der aktuelle
SFB/TR288, der sich mit der elastischen Manipulation von
Quantensystemen befasst (Elasto-Q-Mat).
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Festliches Konferenzdinner in der Rotunde des IG-Farben Haus am
Campus Westend. (Foto: AG Krellner)

Die Erforschung und Zichtung von Kristallen hat im Frankfur-
ter Labor beeindruckende Ergebnisse erreicht. Besondere
Schwerpunkte lagen dabei auf Supraleitern und magneti-
schen Materialien mit neuartigen Grundzusténden. Zu den
bemerkenswerten Erfolgen gehdren die ersten Einkristalle
des unkonventionellen Supraleiters CeCu2Si2 sowie die
Entwicklung der Skull-Methode fiir die Ziichtung von Zirkonia.
Des Weiteren wurden bedeutende Fortschritte in der Herstel-
lung von Quasikristallen, Eisen-Pniktid-Supraleitern und in
der Untersuchung quantenkritischer Systeme wie YbRh2Si2
und YbNi4P2 erzielt. Momentan liegt ein starker Fokus auf
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den sogenannten 122-Systemen, die sich aus Lanthanoiden,
Ubergangsmetallen und verschiedenen Elementen wie Silizi-
um, Germanium, Phosphor oder Bor zusammensetzen, wie
in einem Ubersichtsartikel zum 50-jahrigen Jubildumsband
der DGKK in Kliemt et al. Crystal Research and Technology
55, 1900116 (2020) verdffentlicht wurde.

Das Jubilaum wurde feierlich wahrend eines Konferenzdin-
ners in der stilvollen Rotunde am Campus Westend begangen.
Die Veranstaltung war besonders von den zahlreichen Ehe-
maligen des Kristall- und Materiallabors gepréagt, die der
Einladung zur Jubilaumsfeier gefolgt sind. Dies funktionierte
vor allem darum, da viele Alumni an der jahrlichen Alumnifeier
des KML im Lahmen Esel in Frankfurt teilnehmen, die in der
Weihnachtszeit seit vielen Jahren stattfindet und regelméaBig
20 bis 30 Ehemalige anzieht. Diese Tradition starkt Uber
viele Jahre die Gemeinschaft und den Austausch hinweg
und ist sowohl fir die Ehemaligen als auch fur die aktuellen
Mitglieder des KML gewinnbringend.

In einem positiven Ausblick auf die kommenden Jahre freuen
sich alle Beteiligten auf viele weitere bedeutende Beitrage
zur Kristallzichtung und Materialforschung. Das Kristall- und
Materiallabor Frankfurt wird auch zuklnftig eine wichtige
Rolle bei der Kristallziichtung neuartiger Quantenmaterialien
Ubernehmen und viele weitere Alumni hervorbringen, die
mit dieser Expertise ihren weiteren beruflichen Weg gehen
werden.

Tagungskalender

2025/2026

e 15.—-16. September 2025
Arbeitskreistreffen Ultradiinne Schichtsysteme,
Wachstumskinetik und Layertransfer,
Berlin, Germany

e 18.—19. September 2025
Arbeitskreistreffen ’Intermetallika’,
Wien, Austria

e 24 —25. September 2025
14™ German-French Workshop on Oxide, Dielectric
and Laser single crystals (WODIL 2025),
Fraunhofer IOSB, Ettlingen, Germany

e 06.—07. October 2025

Materials for Advanced Detectors 2025 (MAD25),
Berlin, Germany
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Wolf Assmus (links) und Cornelius Krellner (rechts) beim Festakt.
(Foto: AG Krellner)

e 13.-14. November 2025
DGKK-Arbeitskreis ,Massive Halbleiter”,
Freiberg, Germany

e 03.-05. December 2025
DGKK-Arbeitskreis ,Epitaxie von IlI-V Halbleitern®,
Magdeburg, Germany

o 03. March 2026

14" annual meeting of the young crystal growers
(IDGKK),
Karlsruhe, Germany

e 04.-06. March 2026
DKT 2026,
Karlsruhe, Germany
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Epitaxie starkkorrelierter Oxidschichten und Heterostrukturen mittels Metallorgani-

scher Aerosoldeposition

Prof. Vasily Moshnyaga, |. Physikalisches Institut, Georg-August-Universitat Géttingen

Seit der Entdeckung der Hochtemperatursupraleitung (HTSC)
in Kupraten im Jahr 1986 [1] stehen Ubergangsmetalloxi-
de mit Perowskitstruktur im Fokus der fundamentalen und
anwendungs-orientierten Forschung und Entwicklung. Beson-
ders interessant sind diinne Schichten und Heterostrukturen
aus Manganaten, Nickelaten, Kobaltaten, etc. Solche starkkor-
relierten Elektronoxide (SEO) mit ausgepragter Kopplung von
Elektronen, Spins und Phononen zeigen verschiedene Pha-
senlibergange: Metal-Isolator, Ferro-Antiferro-Paramagnet,
sowie Ubergénge von Ladungs- und Orbitalordnung. All dies
begriindet das attraktive Anwendungspotenzial von SEO fir
die neuartige Oxidelektronik.

In den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
wurden physikalische Vakuum-methoden fiir das Schicht-
wachstum von SEO etabliert. Dazu zahlen sowohl die gepuls-
te Laserablation (PLD), unterschiedliche Arten von Sputtern
als auch die Molekularstrahlepitaxiie (MBE). Im Gegensatz
dazu stehen chemische Methoden, wie z.B. die metallorga-
nische Gasphasenabscheidung (MOCVD). Diese Techniken
sind deutlich schwacher vertreten, was sehr wahrscheinlich
an der geringen Fluchtigkeit von entsprechenden metallorga-
nischen Prakursoren liegt.

Zu Beginn der HTSC-Ara entwickelten wir zur Herstellung von
YBa,Cusz0O7-x-Schichten eine unkonventionelle chemische
Methode [2], die einerseits generisch mit MOCVD verwandt
ist, aber andererseits nicht durch die Fliichtigkeit von Prakur-
soren limitiert ist. Es handelt sich um die metallorganische
Aerosoldeposition (MAD), die auf einfachen Koordinations-
verbindungen, wie Metall-Acetylacetonaten (M(acac),) mit
Summenformel M(C7Hs03),, basiert. Um eine SEO-Schicht
wie z.B. La;_xCayMnO3 (LCMO) oder Las _xSryMnQO3 (LSMO)
herzustellen, werden La-, Ca-/Sr- und Mn(acac),, in einem
organischen Lésungsmittel, wie z.B. Dimetylformamid (DM-
FA), geldst. Die Lésung wird mittels einer pneumatischen
Duse, die durch Pressluft/Sauerstoff getrieben ist, auf ein bis
auf Tsy, = 500 — 1000°C geheiztes Substrat, z.B. SrTiOs
(STO), gespriiht. Mittels einer Reaktion der heterogenen Py-
rolyse von La-, Sr-/Ca- und Mn(acac), mit einem bestimm-
ten Verhaltnis, wachst auf dem Substrat eine LCMO- bzw.

LSMO-Schicht unter Umgebungsatmosphére mit einem Sau-
erstoffpartialdruck von po, = 0.2 bar. Abb. 1 veranschaulicht
die typischen strukturellen Eigenschaften von solchen MAD-
préparierten LCMO- und LSMO-Schichten. Die Oberflachen-
morphologie weist ein Layer-by-Layer (2D) Wachstum mit
Oberflachenrauigkeit RM S ~ 0.2 — 0.4 nm und Terrassenhé-
he von ca. einer Einheitszelle (EZ) auf. Im Fall von LSMO/STO
ist die Grenzflache zum Substrat koharent und atomar glatt.
Als Zwischenfazit wurde festgestellt, dass sich mit der MAD-
Technik hochwertige dinne (d = 70 — 500 nm) epitaktische
Filme von verschiedenen SEO herstellen lassen. Ein offen-
sichtlicher Vorteil von MAD gegentliber PLD und Sputtern
beim Wachstum von komplexen Oxidschichten, die aus drei
und mehr Atomsorten bestehen, ist die Kontrolle der Schicht-
zusammensetzung durch eine einfache Feinabstimmung der
Prakursorlésung.

Abb. 1 Oben: STM Bilder von MAD-praparierten Schichten: LC-
MO/MgO (links) und LSMO/STO (rechts). Unten: Entsprechen-
de HAADF-STEM Querschnittaufnahmen. Verspannungsfreie LC-
MO/MgO Schichten mit groBer Fehlanpassung von ca. 8 % zeigen
so0g. ,Domain matching“ Epitaxie mit inkoharenter Grenzflache und
Versetzungen. LSMO-Schichten wachsen dagegen vollverspannt
und koharent epitaktisch auf STO.

Im Hinblick auf epitaktische Verspannungen und deren meist
negativer Einflisse auf Magnetismus und Transporteigen-
schaften von SEO-Schichten wurden vor kurzem Duinn-
schichtmethoden entwickelt, die sog. ,strain engineering
beyond substrate limitations” ermdéglichen [3]. Mit Hilfe von
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teilweise relaxierten LaAlO3 (LAO) Pufferschichten, die epitak-
tisch auf STO(100) gewachsen wurden, konnten wir verspan-
nungsfreie 10 — 20 nm dicke (Laj_,Pry)o.7Ca03MnOs (LPC-
MO) Schichten herstellen [4]. Es wurde festgestellt, dass eine
perfekte Gitteranpassung zwischen einer 5—10 nm dicken teil-
weise entspannten LAO-Pufferschicht und einem 10 — 20 nm
dicken LPCMO-Film existiert (Abb. 2). Diese Anpassung sorgt
dafir, dass optimale (d.h. hohe) Curie- und Metal-Isolator-
Ubergangs—temperaturen, Tc = Twr ~ 200 — 210K erreicht
werden, die typischen Werten fur bulk-LPCMO entsprechen.
Ohne LAO-Puffer sind die vollverspannten LPCMO/STO(100)
Schichten isolierend und nur schwach magnetisch. Dariiber
hinaus haben wir gezeigt, dass der Mechanismus des “strain
engineering, mit der VergréBerung des oktaedrischen Mn-O-
Mn-Winkels zusammenhéangt.

T T T R R seEees e

Abb. 2 Oben: Reziproke Raumkarten von LPCMO/STO (links)
und LPCMO/LAO/STO (rechts). Die Filme zeigen die gleichen
in-plane Gitterkonstanten von LPCMO und STO (oben, links) und
die Relaxation von LAO mit der perfekten Anpassung zum LPCMO
(oben, rechts). Unten: iDPC-STEM von LPCMO/STO (links) und
LPCMO/LAO (rechts). Verspannungsinduzierte Verkleinerung des
Mn-O-Mn-Winkels von LPCMO ¢oor = 152 — 156° (unten, links)
und eine VergréBerung des ¢oor = 166 — 168° (unten, rechts)
in ,strain-engineered“ LPCMO.

Der andere wichtige Aspekt, der MAD grundlegend von
PLD/Sputtern unterscheidet, besteht darin, dass das MAD-
Wachstum unter nahezu Gleichgewichtsbedingungen statt-
findet [5]. Der Vorteil liegt in einer drastischen Verringerung
des temperaturabhéngigen Uberséattigungsgrads o und ei-
ner damit einhergehenden VergréBerung der Clustergréfi3e
rs ~ 1/a, was zur deutlichen Reduktion der Anzahl von
Defekten im gewachsenen Film fuhrt. Diese Aspekte sind
besonders vorteilhaft beim Wachstum von kationgeordneten
Filmen. Abb.3 zeigt Beispiele der speziellen A-platz-Ordnung
(La/Ca) eines LagisCa14MnO3MgO(200) Films [6] und der
B-Platz-Ordnung (Co/Mn) eines La;CoMnOgSTO(111) [7]
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Films.

Die A-Platz-Ordnung fuhrt zur Kompensation Ilokaler
Gitterspannungen, die durch Unterschiede der La/Ca-
Kationenradien verursacht werden, und somit zu elektro-
nischer Homogenitat sowie zur Verbesserung des Magne-
tismus und der Leitfahigkeit der LCMO-Filme. Die B-Platz-
Ordnung, die vorwiegend durch die Coulomb-Fehlanpassung
(Co** /Mn*") bedingt ist, stabilisiert den einzigartigen fer-
romagnetischen isolierenden Grundzustand in La,CoMnQOs.
Im Allgemeinen ist die B-Platz-Ordnung fiir sehr hohe Curie-
Temperaturen von bis zu 800 K in Doppelperowskit-Schichten
verantwortlich. Es wird darauf hingewiesen, dass die Katio-
nenordnung tatsachlich durch das MAD-Wachstum im quasi-
Gleichgewicht bei hohen Substrattemperaturen, hohem pO;
und durch die prézise Kontrolle der Stéchiometrie beglinstigt
wird.

Abb. 3 Links: Hochauflésendes TEM (oben) zeigt die geord-
nete La/Ca-Uberstruktur mit Wellenvektor ¢ = 1,/4[001] einer
LaszsCa1/4MnO3 Schicht. Die einzigartige La/Ca-Anordnung kom-
pensiert die Kationenfehlanpassungsspannung innerhalb einer
Superzelle und verbessert die elektronische Homogenitat. Rechts:
HAADF-STEM Querschnittbilder einer LapCoMnQOg STO(111)
Schicht (links). Die entsprechende EELS-Karte (rechts) weist eine
geordnete Verteilung von Mn (rot) und Co (griin) vom NaCl-Typ
auf.

Ubergitter (UG) bieten eine attraktive Méglichkeit, die Eigen-
schaften von SEO stark zu verandern, indem neue Grenz-
flachenphasen erzeugt werden, die nicht in den individuel-
len SEO-Materialien auftreten. Um das Wachstum von UG
mittels MAD realisieren zu kénnen, haben wir die Anlage
weiterentwickelt (siehe Abb. 4 und [8]), denn die Schicht-
dicken mussen bis auf eine Einheitszelle prazise einge-
stellt werden. Deshalb werden die Prakursorvolumen mit
einer Genauigkeit von AV = 0, 1 L. mit Hilfe von SyrDos-
Flussigkeitsdosiereinheiten (,HiTec Zang GmbH*) kontrolliert,
was einer Schichtdicke von § ~ 0,01 EZ entspricht. Die
Messung des ellipsometrischen Winkels A des unter dem
Brewster-Winkel einfallenden Lichtstrahls des He-Ne-Lasers
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(auf das STO-Substrat, siehe Abb. 4) erlaubt eine hervorra-
gende Schichtdickenempfindlichkeit auf einem Niveau besser
als 1 EZ[8].

Es ist zu bemerken, dass die in-situ MAD-Wachstumskontrolle
mittels optischer Ellipsometrie die einzige Alternative zur Elek-
tronenbeugung (RHEED-Methode) ist, die allerdings nur im
Vakuum benutzt werden kann. Wie man in Abb. 4 erkennen
kann, hangt der in-situ gemessene Winkel A(t) beim Wachs-
tum einer LSMO/STO(100) Schicht nach einer Ubergangszo-
ne von ca. 3 EZ, durch kleine 2D Inseln im Anfangsstadium
verursacht, linear von der Zeit und somit der Dicke der Schicht
ab. Beim Wachstum von LaMnO3SrMnO; (LMO/SMO) UG
weisen die LMO-Lagen ebenfalls eine lineare A(t)- bzw. A(d)-
Abhangigkeit auf (siehe Abb. 4).
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Abb. 4, Bildmitte: Funktionelles Schema der MAD-Anlage mit
in-situ Wachstumskontrolle mittels optischer Ellipsometrie [8].
Zeit/Dickenabhangigkeit des in-situ gemessenen ellipsometri-
schen Winkels A beim Wachstum einer LSMO/STO(100) Schicht

(links oben) und eines LaMnO3z/SrMnO3 (LMO/SMO) Ubergit-
ters[9] (rechts oben). Unten: Hochaufloésendes HAADF-STEM-

Bild eines LMO14/SMOs Ubergitters (iberlagert mit dem gemes-
senen Phasenverschiebungswinkel A(D) (linke Skala) und der
Phasenverschiebungsrate dA/d D (rechte Skala) als Funktion der
Lagendicke D [9]. Das unstetige Verhalten von dA/d D innerhalb
der SMO-Lagen ist auf den Ladungstransfer aus LMO- in SMO-
Lagen zurtickzufiihren.

Allerdings ist an der Grenzflache zur SMO-Lage und inner-
halb von ca. 2 EZ in diese hinein ein Anstieg von A zu er-
kennen, der auf einen Ladungstransfer in die SMO-Lage
zuriickzuflhren ist. Es ist zu beachten, dass die Grenzfla-
chen atomar glatt und flach sind [9]. Dieser Ladungstransfer
an den SMO(top)/LMO(bottom) Grenzflachen erwies sich als
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Ursache fur die Bildung der auftretenden ferromagnetischen
Hochtemperaturphase mit T = 360 K [9]. Somit liefert opti-
sche Ellipsometrie wertvolle Informationen iber die Schichtdi-
cke sowie die elektronischen Eigenschaften von SEO-Filmen
und deren Grenzflachen auf der Skala von 1-10 EZ. Eine
weitere Besonderheit der MAD Technik ist die Atomlayer-by-
Atomlayer Epitaxie (ALE) [8, 10], die wir beim Wachstum
von intrinsischen Ruddlesden-Popper (RP) Heterostrukturen
aus SrO(SrTiO3), mit n = 4 demonstriert haben. Der in-
situ gemessene Phasenverschiebungswinkel A(d) wird zur
feinen Justierung/Eichung des Sr/Ti-Verhaltnisses benutzt.
Wahrend des ALE-Wachstums des RP-STO-Films kann man
nach der Abscheidung der Atomlagen von Sr—0O bzw. Ti—O>
eine Zunahme bzw. Abnahme des A-Signals beobachten
(siehe Abb. 5). Auf dem STO Substrat sollte die gemessene
A(d)-Kurve beim Deponieren von bis zu 4 EZ von STO nicht
vom horizontalen Verlauf abweichen (siehe Abb. 5). Mit dem
so bestimmten stéchiometrischen Sr/Ti-Verhaltnis zeigt die
RP-STO-Schicht, nach dem Uberwinden einer ca. 12 nm di-
cken Ubergangszone, die gewiinschte RP-Struktur auf der
atomaren Skala, welche in Abb. 5 zu sehen ist.
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Abb. 5 Links oben: die in-situ gemessene A(d) Abhéngigkeit
beim Wachstum von RP-STO (n = 4) Schichten auf STO(100)
Substrate, blaue Kurve weist das stdchiometrische Sr/Ti=1 Ver-
haltnis auf und purpure Kurve bedeutet Ti-Uberschuss und die

schwarze Kurve ist die Simulation. Rechts oben: HAADF-STEM
Bild von eine RP-STO Schicht zeigt die gewlinschte RP-Phase

nach dem Uberwinden der ca. 12 nm dicken transienten Zone.
Links unten: atomar aufgelésten EELS Karten von Sr (orange)

und Ti (blau) die gute Anpassung zur RP-Lagenstruktur (rechts,
unten) zeigen.

.Last but not least” besteht die Méglichkeit, mittels MAD so-
genannte ,Gradienten-UG* herzustellen, bei denen die che-
mische Zusammensetzung der Grenzflachen auf der Skala
weniger Einheitszellen gesteuert wird [11]. In Abb. 6 ist die
Mikrostruktur von solchen LMO/SMO-UG mit kontinuierlichen
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Anderungen des La/Sr-Verhéltnis auf der Skala von 5 bis 10
EZ gezeigt. Die erzielte Modulation der elektronischen Eigen-
schaften auf der Nanoskala ist mit dem Ubergang von einem
Isolator fiir 0% < G <30% zu einem Metall (60% < G < 100%)
verbunden. Somit stellt sich eine klare Trennung zwischen
elektronischen (A = 1 — 3 EZ) und chemischen (A =12 — 20
EZ) Skalen fir die Modifikationen in UG fest.

Conductivity @ 5 K(22'cm™)

Interface Gradient G [%]

Abb. 6: HAADF-STEM Aufnahmen von LMO10/SMO10—Ubergitter

mit unterschiedlichen Gradienten G = 07100%, die als Verhalt-
nis zwischen der Dicke von (La,Sr)-gemischten Bereichen und der

gesamte Bilagendicke definiert sind. a) UG mit realer Grenzflachen-

rauigkeit RMS~1 EZ oder G = 10 — 20%. b) UG mit G = 50%
mit dem realen Verlauf der chemischen Zusammensetzung von

LMOs/LSMOs/SMOs/SLMOs. ¢) UG mit G = 100% mit kontinuierli-
cher Anderung der Zusammensetzung von LMO zu SMO auf der
Skala von 10 EZ. d) Ferromagnetische Curie-Temperatur (linke Ska-

la) und elektrische Leitfahigkeit @ 5K (rechte Skala) in Ubergittern
mit G = 07100%.

Eine weitere Entwicklung der MAD sehen wir in der Prapa-
ration von nicht-oxidischen (metallischen) MAD-Schichten.
AuBerdem ist die VergréBerung der Substratfliche von jet-
zigen 1—2 cm? bis auf ca. 3-5 Zoll Durchmesser vorgesehen.
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Nachruf Prof. Dr. Manfred Muhlberg (08. Marz 1949 - 05. Dezember 2024)

Ladislav Bohaty, Petra Becker, Peter Rudolph

Manfred Muhlberg wurde 1949 in Bitterfeld geboren. Der
Umzug mit seinen Eltern nach Berlin fUhrte ihn 1967 hier
zum Abitur. Gleichzeitig schloss er eine integrierte Berufs-
ausbildung als Elektrosignalschlosser bei der Deutschen
Reichsbahn ab. Noch im gleichen Jahr begann er ein Geo-
logiestudium an der Bergakademie in Freiberg in Sachsen.
Es zog ihn oft in die dortige groBartige Mineralienausstellung
Jlerra Mineralia“ im Freiberger Schloss Freudenstein zurlick,
deren Exponate er fachmannisch und enthusiastisch seinen
Begleitern erlauterte.

Mit dem Ziel, seine zunehmende Neigung zur Kristallographie
akademisch zu vertiefen, wechselte er 1970 zum Studium
der Kristallographie an der Humboldt-Universitat zu Berlin
(HUB), welches er 1974 als Diplom-Kristallograph abschloss.
Manfred Muahlberg verfasste seine Diplomarbeit zum The-
ma Aufbau und Entwicklung des Bridgman-Verfahrens fur
die Zuchtung von IV-VI-Halbleitern (PbTe, Pb{_xSnxTe). Er
studierte wissbegierig die Arbeiten von Bridgman sowie
nachfolgende Entwicklungen zur gerichteten Kristallisation
in Containern und vertrat in vielen Seminaren deren aus-
sichtsreiche Zukunft. Er sollte Recht behalten, denn mit dem
internationalen technologischen Fortschritt erfuhr Anfang
der 90er Jahre die Bridgmantechnik und insbesondere das
Vertical Gradient Freezing (VGF) eine unwiderrufliche Re-
naissance mit industriellem Durchbruch, insbesondere far
Verbindungshalbleiter.

In den folgenden Jahren war er als wissenschaftlicher Assis-
tent am Bereich Kristallographie der HUB tatig, der nach der
Wiedervereinigung ab 1990 zum Institut fur Kristallographie
und Materialforschung innerhalb der Sektion / des Fachbe-
reichs Physik der HUB umbenannt wurde. Wahrend dieser
Zeit promovierte Manfred Mihlberg 1978 zum Dr. rer. nat.
Seine Promotionsarbeit trug den Titel: Kristallzlichtung und
Charakterisierung von Kristalldefekten in Pb-Chalkogeniden.
Im Jahre 1990 folgte die Verteidigung seiner Habilitations-
schrift (ber materialwissenschaftliche Voraussetzungen und
technologische Mdéglichkeiten der Kristallziichtung von Ver-
bindungshalbleitern, woflr er den akademischen Grad eines
Dr. sc. nat. verliehen bekam. In den 80er Jahren hatte er
entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Synthese,
Kristallziichtung und Charakterisierung von II-VI-Halbleitern,
wie CdTe, Cdi-xZn,Te und Hg1-xCdxTe. Bis heute gelten die
gemeinsam mit seinen Mitarbeitern abgefassten Publikatio-
nen zu diesen wichtigen Detektormaterialien als international

anerkannte Bezugsdokumente. Er erinnerte sich immer
wieder gern an das damalige hochkreative und besonders
kooperative Team, das sich zu einer beflissenen, gegenseitig
erganzenden Forschergemeinschaft entwickelt hatte.

M.M. beim Auspacken eines Geschenkes anlésslich eines

Geburtstages im Kélner Team.

Manfred Mihlberg war schon friihzeitig ein geschatzter Leh-
rer, Vortragender und sorgfaltiger Forscher. Jede Aufgabe
durchdachte er sehr gewissenhaft, bevor er sie praktisch
umsetzte. Dabei halfen ihm sehr seine kristallographischen
Grundkenntnisse, die er zudem den stets Anerkennung zol-
lenden Studenten vermittelte. Nicht zu vergessen sind seine
Vortrage auf den zwischen 1977 und 1990 im Dreijahres-
rhythmus durchgefihrten Winterschulen des Arbeitskreises
Kristallisation der Vereinigung fir Kristallographie (VFK). Das
galt Ubrigens auch fur seine beschwingten Resimees am
Schulungsende, in denen er die eine oder andere Stilblite
aus den Vorlesungen verwendete. Nahezu perfekt vorgetra-
gener Humor gehérte zu seinen grof3en Tugenden.

Manfred Muhlberg wurde zum 01. April 1993 als Nachfolger
von Josef Liebertz auf eine C3-Professur fir Kristallographie
am Institut fUr Kristallographie der Universitat zu Kéin beru-
fen, zeitgleich mit Ladislav Bohaty, der am selben Institut
die Nachfolge von Siegfried Hausslhl antrat. Die beiden
Neuberufenen Ubernahmen ein durch ihre Vorganger auf
den Forschungsfeldern Kristallphysik und Kristallziichtung
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gepragtes Institut. Sie waren sich von Anfang an einig, die
Tradition des Instituts, die als Kristallographie einkristalliner
Materialien charakterisiert werden kann, auszubauen und
um neue Schwerpunkte zu erweitern.

Manfred Muhlberg, ein zum Zeitpunkt der Berufung ausgewie-
sener Wissenschaftler auf dem Gebiet der Einkristallziichtung
von lI-VI-Halbleitermaterialien, ergriff in KéIn die Gelegenheit,
das Materialfeld seiner Forschung um dielektrische, oxidische
Kristalle zu erweitern, das dann in den folgenden Jahren zum
Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Aktivitaten werden
sollte. Einer von uns (L. B.) kann sich noch gut an Gesprache
im Vorfeld der Weichenstellung zu Oxidkristallen hin erinnern.
Die Wahl fiel zuerst auf die Uberaus attraktive Familie der
tetragonalen Bronzen, die zugleich fir den Kristallziichter
eine gro3e Herausforderung darstellt. Zwei der kristallziich-
terisch widerspenstigen Kristallarten, von denen es in der
Arbeitsgruppe von Manfred Muhlberg gelungen war, Kristalle
ausgezeichneter Qualitat zu zlichten, seien erwahnt: das
Kaliumlithiumniobat (KsLiz—xNbs.xO1s.2x (KLN)) sowie insbe-
sondere das CBN (Ca,Sri-xNb2Og), das in gro3en Kristallen
unterschiedlicher Mischkristall-Zusammensetzungen herge-
stellt und charakterisiert werden konnte.

Eine zweite gréBere Materialgruppe, die Manfred Muhl-
berg viele Jahre bis zu seiner Pensionierung beschaftig-
te, waren Mullite im weitesten Sinne, die u.a. im Rahmen
des DFG-Verbundprojektes Temperaturabhangige Struktur-
Eigenschafts-Beziehungen mullitdhnlicher BioM4Og - Verbin-
dungen intensiv kristallzlichterisch in seiner Gruppe, in enger
Zusammenarbeit mit Hartmut Schneider, bearbeitet wurden.
Hierzu zahlten Kristalle von BixFe4Og, Bi2Al4Og, BioGasOg,
Bi2Mn4Og und Bi2Mn4O1¢, aber auch Mischkristalle vom Typ
(Bi1—xSrx)2(M{_yM2)409_x (M = Al, Ga, Fe). In Einzelprojek-
ten wurden Einkristalle von Boraten (BisB2Og, Bi2ZnB207)
und einigen weiteren oxidischen Verbindungen (beispiels-
weise Bis gPO112 und BipsNagsTiO3 (BNT)) hergestellt und
charakterisiert.

Der Weg fur anspruchsvolle Ziichtungen kongruent und in-
kongruent schmelzender oxidischer Verbindungen wurde
von Herrn Muhlberg durch Anschaffung einer kommerziellen
Czochralski-Apparatur sowie den Bau zahlreicher, den jewei-
ligen Zuchtungsanforderungen angepassten 'Top Seeded
Solution Growth’-Anlagen in der gemeinsamen Werkstatt der
Kristallographie und Mineralogie geebnet.

Der erste Doktorand von Manfred Mihlberg in Kéln war
Manfred Burianek, der im Rahmen seiner Diplomarbeit noch
bei Josef Liebertz eine erste Einflihrung in die praktischen
und theoretischen Grundlagen der Kristallzlichtung erfahren
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hatte. Der Schwerpunkt seiner unter Anleitung von Herrn
Muhlberg durchgeflinrten Doktorarbeit war die Zlchtung
des peritektisch schmelzenden Bor-Sillenits Biz4B2O39. Nach
der Promotion wurde Manfred Burianek zum wichtigsten
Mitarbeiter von Herrn Mlhlberg und begleitete tatkraftig viele
seiner Projekte.

Dem ersten Kdélner Doktoranden folgten acht weitere, die
meisten thematisch auf Zichtung und Charakterisierung von
Einkristallen ausgerichtet.

Stand die Zichtung groBer Kristalle und aller damit zusam-
menh&ngenden Fragen im Zentrum des wissenschaftlichen
Interesses von Manfred Miihlberg, war er jedoch auch nicht
abgeneigt - insbesondere, wenn die Problematik der Keim-
bildung und des Kristallwachstums dabei mit angesprochen
wurde - sich mit ausgesprochen angewandten Fragestellun-
gen zu befassen. Zu einem solchen Projekt zahlt die Untersu-
chung von Beeinflussungsmaoglichkeiten der feinkristallinen
Ausscheidung von Calciumcarbonat in Zusammenarbeit mit
der Industrie.

Viele Jahre gehérten zum wissenschaftlichen Leben des In-
stituts zwei von der Kristallographie federflihrend organisierte
Graduiertenkollegs (Strukturelle Phasenumwandlungen und
Azentrische Kristalle), an denen auf3er der beiden Arbeits-
gruppen der Kristallographie auch Arbeitsgruppen aus der
Chemie und Physik beteiligt waren. Es entwickelte sich ein
inspirierendes und die Promotion férderndes Umfeld fir
Doktoranden und Doktorandinnen und daruber hinaus auch
manche wissenschaftlich fruchtbare Zusammenarbeit der
beteiligten Arbeitsgruppen. Herr Mihlberg gestaltete all die
Jahre intensiv die Organisation von Seminaren, Workshops,
Einladungen von Gasten und Spezialvorlesungen mit.

Von Anfang an in KéIn tGbernahm er akademische Selbst-
Verwaltungsaufgaben. Als geschéaftsfihrender Direktor des
Instituts sorgte er im jéahrlichen Wechsel mit L. Bohaty um die
administrativen Belange des Hauses und wurde auch Vorsit-
zender der Fachgruppe Geowissenschaften. Der Ubergang
der Diplomstudiengange in die neue Bachelor- / Master-
Struktur hat er engagiert mitgestaltet und stets darauf geach-
tet, die Qualitat der Lehre in Formalien des Umbruchs nicht
untergehen zu lassen.

Seine Erfahrungen als Kristallziichter flossen 2008 u.a. in
einen Beitrag Uber Phase Diagrams for Crystal Growth in das
Buch Crystal Growth Technology der Editoren H. J. Scheel
und P. Capper. Als Ko-Autor beteiligte er sich an der 20.
Uberarbeiteten Auflage des Will Kleber Lehrbuchs Einflihrung
in die Kristallographie.
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Sich mit und fir unsere Gesellschaft DGKK zu engagieren,
war fur Herrn Mihlberg ein wichtiges Anliegen, ja, ein Bedurf-
nis. Zweimal wurden nach 1993 in Kdln die Jahrestagung
der DGKK organisiert, 1996 gemeinsam mit den Kollegen
Helmut Klapper und Franz Wallrafen aus Bonn sowie 2005
als eine gemeinsame Tagung der DGKK, der Deutschen
Gesellschaft fur Kristallographie (DGK) und der &sterreichi-
schen Kristallographen (NKK-OAW). Fiir seine Verdienste als
langjéhriger Schatzmeister der DGKK wurde er wahrend der
Deutschen Kristallziichtertagung in Berlin-Adlershof 2021
zum Ehrenmitglied unserer Gesellschaft ernannt.

Die freundliche Atmosphére im Kélner Institut fiir Kristallogra-

DGKK-Mitteilungsblatt Nr. 119 /2025

phie und das nichtwissenschaftliche Leben dort wurden durch
Manfred Mihlberg und seine Art zu handeln und das Zwi-
schenmenschliche zu pflegen, stark mitgepragt. Promotions-,
Weihnachts- und Karnevalfeiern, Institutsausfliige und ge-
meinsame Sportaktivitat beim Volleyball-Spiel und Kegeln,
das gartnerische Aufraumen und die Pflege des Institutsgar-
tens nach der Winterpause - all das hat immer neue Kréfte flr
die laufenden und anstehenden Aufgaben im Institut geliefert.

Manfred Mihlberg starb mit 75 Jahren am 5. Dezember 2024
nach einer kurzen schweren Krankheit. Wir werden ihn als
Freund, liebenswirdigen Kollegen und Wissenschaftler fur
immer in unserer Erinnerung behalten.
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Verstorbene

Wir gedenken der Verstorbenen:

Herrn Dr. Vladimir V. Voronkov,

Herrn Friedrich Lutz, March
Herrn Prof. Rolf Peter Hilgenfeld, Lubeck
Herrn Dr. Horst Haspeklo, Blaustein

Mitglieder 2025, erste Jahreshilfte

Wir begriiBen seit dem 17.12.2024 als neue Mitglieder (Stand 24.07.2025):
Neumitglieder / Privatpersonen:

Herr Felix Kannemann, IKZ Berlin
Herr Alexander Kunzmann, Univeritat Duisburg-Essen
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